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Halbleiterbauelemente und integrierte Schaltungen
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Teil 2

Allgemeine Begriffe

Semiconductor devices and integrated circuits, integrated circuit memories, general terms

Diese Norm enthalt allgemeine Speicherbegriffe, auf die man sich bis jetzt international (im TC 47 der |EC) geeinigt
hat. Die zugrunde liegenden |EC-Dokumente sind: 47(Central Office)599 Punkt 1, 47(Central Office)648, 47(Central
Office)693 Punkt 1 bis 3. — Der Anhang A enthaélt eine Sammlung von Speicherbegriffen.

Weitere Begriffe und Definitionen sind in DIN 44 300 Informationsverarbeitung, Begriffe, Ausgabe Marz 1972 fest-
gelegt.

Gegeniiber dieser Norm ergeben sich im Wortlaut der Erklarungen an einigen Stellen Abweichungen, weil es sich hier
um Speicherschaltungen, also um bauelementebezogene Erklarungen handelt.

Benennung Erklarung

1 Speicherelement Kleinste Untereinheit eines Speichers, in die eine Dateneinheit ein-
memory cell gegeben wurde oder eingegeben werden kann, in der sie gespeichert
(or memory element) wird oder werden kann und aus der sie wieder ausgelesen werden
cellule-mémoire kann.

(ou élément-mémoire)

2 Speicherzone (fiir Daten) Unterabteilung eines Speichers, die als kleinster Teil ausgewahlt
storage zone of data werden kann. Sie kann eine oder mehrere Speicherelemente um-
zone de stockage fassen.
de I'information Anmerkung: Der Inhalt einer Speicherzone wird ,Wort” genannt.

3 Adresse Bei integrierten Speicherschaltungen eine Gruppe von Bits, die eine
address bestimmte Speicherzone kennzeichnet und/oder die entsprechenden

elektrischen Signale, die an die Eingange angelegt werden miissen,

adresse ; : . SIS
um den Zugriff zu dieser Speicherzone zu erméglichen.
4 Auffrischintervall Zeitintervall zwischen den Anfingen von aufeinander folgenden
refresh time interval Signalen, die den Pegel der Speicherelemente in einem dynamischen

intervalle de temps Speicher wieder auf den urspriinglichen Wert anheben sollen.

de rafaichissement Anmerkung: Das Auffrischintervall ist die tatsachliche Zeit zwischen
zwei Auffrischvorgingen; es kann zu lang sein, um sicher-
zustellen, dall die gespeicherten Daten erhaiten bleiben. Es
wird ein Maximalwert festgelegt, der das langste Zeitinter-
vall angibt, fiir das korrekte Arbeitsweise garantiert wird.

5 Ioschendes Lesen Lesevorgang, der den Verlust der gespeicherten Information in der
destructive readout gelesenen Speicherzone bewirkt.

lecture destructive
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Anhang A
Dieser Anhang A enthilt eine Sammlung von Speicherbegriffen, fiir die jedoch nicht in allen Fallen Definitionen vorliegen.

Ziel der Sammlung ist es, zum Zwecke der Sprachregelung deutsche Begriffe fiir englische Fachausdriicke vorzuschlagen.

Bei der Zusammenstellung wurden die zur Zeit bei der |EC vorliegenden Schriftstiicke mit herangezogen. Grundlage fiir
die alphabetische Ordnung sind die englischen Begriffe.

Begriff .

Englisch Deutsch Franzosisch ezug
access time Zugriffszeit tem'ps d'accés Publikation
address ~ Adressen- ~ ~ d'adresse 147-0E
enable ~ Freigabe- ~ ~ de validation
read ~ Lese- ~ ~ de lecture
row-address-select ~ ~ ab ZeilenadreB-Auswahl
column-address-select ~ ~ ab SpaltenadreR-Auswahl
chip-select ~ ~ ab Baustein-Auswahl
address Adresse adresse 47(C0)693
block Block page ou bloc
chip select Baustein-Auswahl
clock Takt
column address Spaltenadresse
column-address-select SpaltenadreB-Auswahl
(strobe)
contents-addressable inhaltsadressierbarer mémoire adressable par
memory (CAM), Speicher (CAM), le contenu (CAM),
(associative memory) (assoziativer Speicher) (mémoire associative)
cycle Zyklus cycle
read ~ Lese- ~ ~ de lecture Publikation
write ~ Schreib- ~ ~ d'écriture 147-0E
read/write ~ Lese-/Schreib- ~ ~ de lecture-écriture
write/read ~ Schreib-/Lese- ~ ~ d'écriture-lecture
read-modify-write ~ ~ fiir Lesen mit modi-

fiziertem Riickschreiben
refresh ~ Auffrisch- ~ ~ de rafraichissement
page mode ~ ~ fiir seitenweisen Betrieb
data-in, Dateneingabe,
data-input Dateneingang
data-in/out, Daten-Ein-/Ausgabe,
data-input/output Daten-Ein-/Ausgang
data-out, Datenausgabe,
data-output Datenausgang
delayed write mode, verzogertes Schreiben,
read- (while-) write mode Lesen- (wahrend-) Schreiben
47
destructive readout Ioschendes Lesen lecture destructive (Central Office)
693
disable Abschalten (des Ausgangs) Documents
Sperren (bei Ein- bzw. .
Ausgingen) Document Sharing
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